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ETUDE FONCTIONNELLE | %o o o h)
1) — SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES

(Z) 1 a - Citer plusieurs solutions permettant d’effectuer la tiche de surveillance dans un systéme de
contrdle d’acces.

L%afmﬁ.deomaj/ama,ufﬂe&&dﬂwé/,{um .........
Aebomma. Dok M&ﬁcmﬂmlmswaéoam .............

....................................................................

( .4) 1 b - Citer plusieurs tiches de gestion pouvant étre associées a un systéme de contrdle d’accés.

__________ G JM@W&MM
_________ aulariraliom o embice oo
_____ _Qém#id'mﬁmf&ym&mﬂﬂmwam

( g) 2) - ALGORIGRAMME D’ACCES A UN REPAS

Compéter I’algorithme correspondant a 1’algorigramme allant de « Ouverture du restaurant » a
« Fermeture du restaurant ».

Quverture du restaurant
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BEP Métiers de l'électronique EPI épreuve technologique 1° partie Session 2003

( Z) 3) - ROLE DES ELEMENTS DU SYSTEME

(4 ) 4) — LE TOURNIQUET TRIPODE

Donner la fonction d’usage du tourmque
e fo /&7 77078 /aamzﬁém ol rte
&wui _____ Cﬁam.t i mwr/c&}.u, zé Lo

/A
g et i e

( 3 ) 5) — ALGORIGRAMME DE L’OBJET TECHNIQUE

Sur Palgorigramme de fonctionnement de I’objet technique donné en annexe 1, repasser en vert le
chemin parcouru quand on utilise une carte valable et qu’on attend 20 secondes avant de passer.

6) — ETUDE FONCTIONNELLE DE DEGRE 1

(3) 6 a - Citer le role des fonctions principales FP2, FP3 et FP4 du tourniquet tripode.
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BEP Métiers de I électronique EP1 épreuve technologique 1 partie Session 2003

[4) 6 b - Donner les caractéristiques des signaux d’entrée et de sortie de la fonction principale FP4.

W,:_-__ﬁma,__ﬁ_w3- é_ﬂg*-_-dﬁmam---camfmmdﬂmﬁ-_.af__rféfa,é
............. a/cé---ml‘mcyqfaum:_-.- VEYO. o KeEY.2 .\

( g 7) — ETUDE FONCTIONNELLE DE DEGRE 2 DE FP2 ET FP5

Sur les schémas structurels fournis en annexe 2 et 3, encadrer les structures réalisant les fonctions
secondaires de FP2 et de FP5 et repérer les entrées et les sorties de ces fonctions.
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ETUDE STRUCTURELLE DE FP5 i
« SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE » (10 Joun b

( 4) Préambule

- Donner le modéle électrique du composant KTY10.

______________________ C.-_’.mc.‘.-M---J@.M.-M(bﬁ(%.--(/’mé--lé-_mﬁ/@na_
= ﬂmm/omokomc&éémf@zm _______________

+24V R44
—AW\~
100
+VREF = 2,5V U1A
Q 3
R4S
oup— T1 AAA
2| 100
TLO82
o
1 }‘Vc * raz 1 Wv 10K
RKTY 10k R46 47k 1004
> R43
10k
1 > R41 i
=0 0 0

1 - Structure réalisant la fonction secondaire FS51

(0 / 5‘) 1 a — Quel est le mode de fonctionnement de cette structure 7?2

.. e dh A oot Sim remaent-. Boldlee. nus Plemdlazs. ¢

( Z) 1 b - Exprimer la d.d.p. V1; en fonction Vger , Ry3 et Rty -

...... lé.‘!’.--:.--\[:ﬁfg-----------.\[e..:-:----&[:1:1_-)(-._&'.3__-,----_----_-_--_____-_-_-__--_-__-_-__-_____-

...... e == (e I B - --.-='.>--- -
e R ¥ Ry Rua
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BEP Meétiers de I’électronique EP1 épreuve technologique 1°* partie Session 2003

(/]) 1 ¢ - Calculer 1a d.d.p. Vr; pour Rty = 2kQ.

2 - Structure réalisant la fonction secondaire FS52

0 reeaflnee adst do U -

(0 / S 2a— Quel est le mode de fonctionnemenj de cette structure

/
Lo Bamk ()28 mpé._om/m. em Zm ﬁnca.um_ Lax
i e.“
(./l) 2 b - Exprimer Ia d.d.p. V1+; en fonction V;_Rus et Ry,
............ I/T’i:l/l':lx R‘*l e e
____________________________________________ R42 4 RES oo
(A) 2 ¢ - Calculer la d.d.p. V1 quand V1= 2,95 volts
_______ Vplpom 8, 95x A0 _ 292V o
__________________________________________ Aot G
( 3) 2 d - Pour la question suivante on considérera V= Vr,.
Exprimer la d.d.p. V1, en fonction Vger , Ry; , Ryg €t V1.
______ M-,.'P = V—r’g_ = VT,.&V‘,‘:VTLX p"" l/ ,-._fé_é__.
........................................................................... Ryt Ry¢ . Ry+%ek
AP A VA N TR el _Fe
__________________________________________________________________ Rus Ky KysBah
V= Vi { R ?42)"""' ey Rk
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ETUDE PARTIELLE DE LA STRUCTURE FS22 .
« GENERATION DES COMMANDES DE COMPTAGE » { £0 4 oum ls)

U108 U19A
4U10
SENS 2 3 3 1\ s
U10F 2 ANT1
74HC14 RS7 13010
12U10
AAA 10 13 |- N\ol2 74HCE6
4.7k
74HC14
cs2
2.2n
=0

3 - Etude de la structure réalisée par les composants U10, R57 et C52
pour cette étude, on considérera que les composants Ul0 et Ul9 sont alimentés en 4,5 volts.

3 a - Compléter le chronogramme du signal 4U10 sur le document « annexe 4 »

3 b - Expliquer qualitativement les variations de la d.d.p. aux bornes de C52 en fonction de I’allure
du signal 4U10.

Quamd P Vyuse crba ds V. L. comdembatiin. ne o
%fmwfaﬁgfaﬁawégaé, ....... Ca ....................... M ______ M;’L

voml ba cl )p L/,,#,o___m}.__a;__al/y-__-ﬁ---mmc[&néa,@_a‘aé%mau
G S0k B 2o bomn e S G

4”&:4/2’050/)/]1&!@&74&%&1}14/ ....................... e

3 d - Calculer la constante de temps de charge et décharge du condensateur C52 ?
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(J\) 3 f- Quel est le nom du composant 74HC14 ?

A z L o o mmm—mmmmm e e

---------- £ e B NSRS
______ 4 m/vwnmffm’ewta‘fraéz/MMS A

( Z) 3 g — D’aprés la documentation technique donnée en annexe 6, quels sont les seuils de basculement
du composant 74HC14 ? Les reporter sur le chronogramme de 13U10 en « annexe 4 »

4 — Etude du composant U19

( L,) 4 a - Quel est le nom de la porte logique U19A ? Donner sa table de vérité

A2 1o
( Z) 4 b - Tracer sur le chronogramme en « annexe 4 », I’allure du signal /INT1

( Ii) 4 c - A Paide des courbes universelles de charge et décharge du condensateur (annexe numéro 5),
déterminer la valeur de la durée t, d’un niveau bas du signal /INT1 lors de la charge du
condensateur C52.

(g g B g
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Annexe numeéro |

ALGORIGRAMME DE FONCTIONNEMENT DE L’OBJET TECHNIQUE
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Annexe numéro 2

DRILL CHART
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Annexe numéro 4
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Annexe numeéro 5
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Courbes universelles de charge et décharge d'un condensateur
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Annexe numéro 6 page 1

MM54HC14/MM74HC 14

General Description

The MM54HC14/MM74HC14 utilizes advanced sificon-gate
CMOS technology to achieve the low power dissipation and
high noise immunity of standard CMOS, as well as the capa-
bility to drive 10 LS-TTL loads.

The 54HC/74HC logic family is functionafly and pinout com-
patiole with the standard 54L.5/74LS logic family. All inputs
are protected from damage due to static discharge by inter-
nal diode ctamps to Vo and ground.

&National Semiconductor

Hex Inverting Schmitt Trigger

November 1995

Features

u Typical propagation delay: 13 ns

u Wide power supply range: 2-6V

® Low quiescent current: 20 pA maximum (74HC Series)
B Low input curent: 1 pA madmum

m Fanout of 10 LS-TTL loads

m Typical hysteresis voitage: 0.9V at Voc=4.5V

Connection and Schematic Diagrams

DuaHn-Line Package
Vee A6 Y5 AS Y5 M Y4
fas 13 12 1 |10 9 L]
>:] “% g
I F3 E] 4 Is 6 17
Al 2] A2 Y2 [ X] ¢} BND
TUF/I5106-1
Top View
Order Number MM54HC 14 or MM74HC14
Ve
—]
Voo e
<r| =
A 4
m
e = =
L
= TUF/5105-2

TLFIS105

b q;ﬁm A&QEQM‘?M

RAD-BIOMNS/Primad inU. S A,

1966141 1wyds Bupieau] xeH v IOHYZNIN/YEOHVYSNIN
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Absolute Maximum Ratings votes1 42
It Miltary/Acrospace specified devices are required, Power Dissipation (Pp)
please contact the National Semiconductor Sales (Note 3) 600 mW
Otfice/Distributors for availabifity and specifications. $.0. Package only 500 mW
Supply Voitage (Vco) -0.5t0 +7.0V Lead Temp. (T) (Soldering 10 seconds) 260°C
DC input Voltage (Vin} -15tVeo+1.5V . .
DC Output Voitage (Vo) 0510 Voo 05V Operating Conditions
Ctamp Diode Cumrent {lik, lok) +20 mA s Voita Min Max Units
DG Output Current, per pin (louT) +25mA DC“"‘"" oltage ‘V°\°/)m 2 vs ‘\’,
DC Ve or GND Cument, per pin (Icc) £50 mA (v:‘:“\‘,;no)“t””‘ 98 oc
Storage Temperature Range (Tsta) —65°C to +150°C Operating Tem. Range (T,)
MM74HC —40 +85 C
MMS4HC —55 +125 “C
DC Electrical Characteristics (ot 4
Ta=25°C 74HC S4HC
Symbol Parameter Conditions Ve |2 Ta= ~401085°C | To= —5510125°C | Units
Typ Guaranteed Limits
Vg Positive Going Minimum 20v ] 12 10 10 10 v
Trreshold Voltage 45v | 27 | 20 20 20 v
6.0V | 32 3.0 3.0 30 \J
Maximum 20V | 12 15 1.5 15 v
45v | 27 R 3.15 3.5 v
60V | 32 4.2 42 42 v
V- Negative Going Minimum 20v | 07 0.3 03 03 v
Threshold Votage 45v | 18 | 09 0.9 0.9 v
6.0V 22 12 12 1.2 v
Maximum 20v | 07 10 1.0 10 A\
45V | 18 22 22 22 v
60V | 22 3.0 3.0 3.0 v
VH Hysteresis Voltage Minimum 20v| 05 | 02 02 02 v
45v | 09 04 04 04 Vv
6.0V 1.0 0.5 05 0.5 \
Maximum J-20v ]| 05 10 1.0 1.0 \'4
45V | 09 14 1.4 14 v
60V | 1.0 1.5 1.5 1.5 v
Vou Minimum High Level | Vin=vy_
Output Voltage lloutl=20 pA 20v| 20| 18 1.9 19 v
45V | 45 44 44 4.4 v
60V | 6.0 5.9 59 58 \'4
Vin=ViL
[lout|=4.0mA 45V | 42 | 368 3.84 37 v
llout|=52 mA 6ov | 57 | 548 5.34 52 . v
Voo Madimum Low Level | Viy=Viy
Output Voltage llout]=20 pA 20v | o 0.1 0.1 0.1 \
4.5V 0 0.1 01 01 v
6.0V 0 01 01 01 v
ViN=ViH
louti=40mA 45V | 02 | 026 0.33 0.4 v
llout]=52 mA 60V | 02 | 026 0.33 0.4 v
™ Madmum input Vin=Vcc or GND | 6.0V +01 +1.0 +10 pA
Current
o Maamum Quiescent | Viy=Vcg orGND | 6.0V 20 20 40 pA
Supply Gurrent louT=0 pA
Note T mummnmmwmmmmmmmn
Note 2 Unless s cified sil ges are d I ground.
Note 3: Power Dissi —plas\‘c"N"pm—12mWI‘Gfrm&5‘Clo&5‘O.mmk:'J'p.dmgc:—|2mWI‘Cﬁom100'Cln|25'C.
Note & For & power supply of 5V zmskmewuaseumvmwm.mvwmcumuuv.numuvmmn-u..d-m.n
mmmm_muv"wvlmmvw—smwAWw.nmvmmnssViusv.)m-wmmmnnw
mmobﬂmmwos-mmwunwmsmmmmw
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